Эффекты 1D-диссипативного туннелирования на примере фотопроводимости туннельных фотодиодов на основе системы двойных асимметричных квантовых точек InAs/GaAs(001)
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Приводятся результаты экспериментальных исследований спектров фотолюминесценции (ФЛ) p-i-n структур на основе GaAs с массивами двойных асимметричных квантовых точек (ДАКТ) InAs/GaAs(001), полученных методом самоформирования в процессе МОС-гидридной эпитаксии при пониженном давлении, а также спектров фоточувствительности (ФЧ) меза-фотодиодов, сформированных на основе указанных структур. В спектрах ФЛ при 300 и 77 К, а также в спектрах ФЧ при 300К проявляются особенности, связанные, соответственно, с излучательными рекомбинационными и абсорбционными оптическим переходами между основными состояниями в КТ. В зависимости фототока от напряжения обратного смещения на фотодиоде при монохроматическом фотовозбуждении КТ на длине волны, соответствующей энергии оптического перехода между основными размерно-квантованными состояниями электронов и дырок в КТ большего размера, обнаружены 3 максимума, связанных с туннельными оптическими переходами из основных состояний дырок в КТ большего размера на основные состояния электронов в КТ меньшего размера с поглощением и испусканием оптических фононов, а [image: image1.jpg]1.5+
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также с бесфононными туннельными переходами. Проводится качественное сравнение полученной экспериментальной кривой фотопроводимости с теоретической полевой зависимостью вероятности 1D- диссипативного туннелирования (см. рис., где кривая (1) соответствует эксперименту, а кривая (2) – теории [1,2]). Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ 0748-2020-0012.
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